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(57)【要約】
　本発明は、マルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に
基づくロジック・ストリップの適応制御方法を提供する
。各チャンネル内の記憶スペースを、同じサイズを有す
る複数の記憶ユニットに分割するステップ１と、各チャ
ンネルにおける離散的な物理アドレスを持っている記憶
ユニットを連続的なロジックスペースに構成するための
少なくとも一つのロジック・ストリップを設定するとと
もに、ロジック・ストリップによって一体に纏められる
記憶ユニットを確定するための、ロジック・ストリップ
のパラメータを設定するステップ2と、記憶装置の操作
履歴情報を統計し、統計した操作履歴情報に基づいて動
的にロジック・ストリップのパラメータの値を調整する
ステップ3と、データのインタラクションを行う過程に
おいて、ロジック・ストリップのパラメータによってデ
ータを分割して各チャンネル内の記憶ユニットにマッピ
ングするとともに、チャンネル毎にデータの読み書き操
作を並行して実行するステップ4とを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応制御方法
であって、
　各チャンネル内の記憶スペースを、同じサイズを有する複数の記憶ユニットに分割する
ステップ１と、
　各チャンネルにおける離散的な物理アドレスを持っている記憶ユニットを連続的なロジ
ックスペースに構成するための少なくとも一つのロジック・ストリップを設定するととも
に、ロジック・ストリップによって一体に纏められる記憶ユニットを確定するための、ロ
ジック・ストリップのパラメータを設定するステップ2と、
　記憶装置の操作履歴情報を統計し、統計した操作履歴情報に基づいて動的にロジック・
ストリップのパラメータの値を調整するステップ3と、
　データのインタラクションを行う過程において、ロジック・ストリップのパラメータに
よってデータを分割して各チャンネル内の記憶ユニットにマッピングするとともに、チャ
ンネル毎にデータの読み書き操作を並行して実行するステップ4と、
を含むことを特徴とするマルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・スト
リップの適応制御方法。
【請求項２】
　前記ステップ3において、操作履歴情報は操作データブロックのサイズ、操作タイプ、
操作回数のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１に記載のマルチチャン
ネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応制御方法。
【請求項３】
　前記統計した操作履歴情報に基づいて動的にロジック・ストリップのパラメータの値を
調整するステップにおいて、各操作タイプの出現頻度に基づいてロジック・ストリップの
パラメータの値を確定することを特徴とする請求項2に記載のマルチチャンネル非揮発性
固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応制御方法。
【請求項４】
　前記各操作タイプの出現頻度に基づいてロジック・ストリップのパラメータの値を調整
するステップにおいて、
　各操作タイプがそれぞれ一つのロジック・ストリップのパラメータ値に対応するように
、非揮発性固体記憶装置において調整を行う操作回数のしきい値を設定し、
　非揮発性固体記憶装置において行う各種操作の回数を統計し、統計した回数が前記しき
い値に達すると、ロジック・ストリップのパラメータ値を、操作回数の一番多い操作タイ
プに対応するロジック・ストリップのパラメータ値に調整することを特徴とする請求項3
に記載のマルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応制
御方法。
【請求項５】
　前記ステップ2において、前記ロジック・ストリップのパラメータは、ロジック・スト
リップのサイズに対応し、或いは、各チャンネルにおいて一つのロジック・ストリップで
ロジック的に接続される記憶ユニットの個数に対応することを特徴とする請求項１に記載
のマルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応制御方法
。
【請求項６】
　前記記憶ユニットはそれぞれ一つのロジック・ストリップのパラメータに対応すること
を特徴とする請求項１に記載のマルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック
・ストリップの適応制御方法。
【請求項７】
　前記記憶ユニットはセクター、ページ或いはバイトであることを特徴とする請求項１に
記載のマルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応制御
方法。
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【請求項８】
　前記ロジック・ストリップのパラメータは、記憶ユニットの冗長区に記憶されるか、記
憶装置に纏めて記憶されることを特徴とする請求項１に記載のマルチチャンネルに基づく
非揮発性固体記憶装置の制御方法。
【請求項９】
　前記非揮発性固体記憶装置はフラッシュメモリを含むことを特徴とする請求項１に記載
のマルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応制御方法
。
【請求項１０】
　ロジック・ストリップのパラメータ値に対する調整が必要である場合、記憶装置に記憶
されている既存データをバックアップすることを更に含むことを特徴とする請求項１に記
載のマルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応制御方
法。
【請求項１１】
　記憶装置を複数のロジック・ブロックに分割し、分割した各ロジック・ブロックに対し
て、それぞれステップ１、ステップ2、ステップ3、ステップ4という順に読み書き制御を
行うことを特徴とする請求項１に記載のマルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づく
ロジック・ストリップの適応制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は非揮発性固体記憶装置のロジックスペースの構成方法に関し、より詳細には、
マルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップ（Logic Strip）
の適応制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記憶装置の分野において、ハードディスクは主導的な地位を占めているが、従来、半導
体を記憶媒体とする非揮発性固体記憶装置が次第にディスクのかわりに主導的な地位を占
めてきていおり、例えば、フラッシュメモリはその例の一つである。以下、フラッシュメ
モリを例として非揮発性固体記憶装置の特徴を説明する。フラッシュメモリは、複数回の
読み書き、消去が可能なだけではなく、密度が高い、容量が大きい、読み書き操作時間が
短い、及び不揮発性、電力消費が低いなどの長所を持つために、ますます記憶装置の市場
において新しい勢力になり、その市場シェアが急速に上昇してきている。特に近年、フラ
ッシュメモリの生産技術が成熟し、値段が安くなり、同時に、後端アプリケーション技術
も進んでいるため、フラッシュメモリの市場は急速に拡大し、メモリ分野においてハード
ディスクと同じ市場シェアを占めている。しかし、製造方法の問題により、自体の避けら
れない欠点が存在している、例えば、フラッシュメモリチップがリード・ライトの操作を
実行する時はセクタ単位でなければならないことや、各フラッシュメモリチップのリード
・ライトの帯域は40ＭＢを超えることができないことなどである。これらの欠点がフラッ
シュメモリの発展を制約し、そのアプリケーションの過程において、以上のような障害を
解決しないことには、フラッシュメモリの長所を揮発できない。
【０００３】
　フラッシュメモリのアプリケーションの技術の発展に伴い、ユーザの記憶装置の読み書
きの効率への要望も高まり、シングルチップ或いはシングルチャンネルフラッシュメモリ
のインターフェースのリード・ライトのレートでは既にユーザの要望に答えることができ
ない。そのため、ほとんど全てのフラッシュメモリ及びフラッシュメモリコントローラの
製造者がマルチチャンネルフラッショメモリチップの操作モードを研究している。このマ
ルチチャンネルフラッショメモリはマルチチャンネルで同時にフラッシュメモリの操作を
実行することができるので、フラッシュメモリのインターフェースのリード" ライトのテ
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ートを何倍にも拡大させるという長所がある。
【０００４】
　このようなマルチチャンネルのフラッシュメモリに対して、マルチチャンネルが同時に
ホストからの命令を実施することと、並列的に読み書き、消去などの操作を行うことが必
要であるので、書き込まれたデータ或いは読み取られたデータに対して、どのようにそれ
を構成するか及びどのようにマルチチャンネルでの離散的な物理記憶スペースを構成する
かという問題は避けられず、従来の技術では、これらの問題をうまく解決できる方法がな
いである。
【０００５】
　一つの方法とは、並列的な操作を実行する各チャンネルにの記憶ユニットの個数を固定
することである。即ち、記憶装置の各ロジック・ストリップでの各チャンネルの記憶ユニ
ットの個数が固定されている。図2に示すように、フラッシュメモリのファームウェアは
保留区の情報によって、ｎ個のチャンネルにおける各チャンネルのｍページが一つのロジ
ック・ストリップを構成することを指示する（図の例ではｎは4、ｍは2である）。その中
でページは一つの記憶ユニットである。全てのロジック・ストリップを連続させて一つの
連続的なロジック記憶スペースになり、即ちユーザが見える装置の記憶スペースである。
【０００６】
　しかし、使用過程において、この構成方法は下記の問題が現れてきている。フラッシュ
メモリは様々なユーザに対応し、各ユーザにはそれぞれの目的がある。例えば、一部のユ
ーザは主にフラッシュメモリに記憶させる或いは常にデータを書き込む必要がある。この
ような場合、もしロジック・ストリップが比較的小さいにパーテションすれば、各ライト
操作でマルチチャンネルのフラッシュメモリチップを起動することが必要となり、目的ペ
ージにデータが既に存在すれば、目的ブロックにおける有効的なデータをバックアップし
てから、当該ブロックを消去し、最後に有効的なデータ及び当該操作のデータを書き込む
。故に、当該書き込み過程において、ロジック・ストリップが小さければ小さいほど、消
去が必要となるブロックが多くなり、より多くの操作時間が必要となると同時にフラッシ
ュメモリにもより多くの損耗をもたらす。もしロジック・ストリップのサイズが比較的大
きければ、一回の書き込み操作をできるだけ一つのチャンネルに落とし、目的ブロックは
一回の消去操作だけで当該書き込み操作を実現できることになり、書き込み操作にかかる
時間が大幅に節約できると同時にフラッシュメモリの損耗も有効的に減少させることがで
きる。さらにもう一つ例とすれば、一部のユーザはフラッシュメモリに比較的小さいサイ
ズのファイルをバックアップするだけで、使用過程ではそれらのファイルの読み取りだけ
が必要である。このような場合は、もしロジック・ストリップのサイズが比較的大きけれ
ば、毎回一つだけのリード操作が起動されるので、リード操作の過程において、データを
一つのチャンネルに落とし、操作過程において、一つだけのチャンネルが起動されるので
、データの並列的な操作が実現できないことになり、フラッシュメモリのインターフェー
スのリードのレートを大幅に低くする。もしロジック・ストリップが比較的小さくできれ
ば、データが複数のチャンネルに分布されるので、操作過程において複数のチャンネルが
同時に起動され、フラッシュメモリのインターフェースのリードスピードが何倍にも上が
ることになる。
【０００７】
　前記の内容によって、ロジック・ストリップの適切なパーティションはフラッシュメモ
リに大きい影響を与えることわかる。しかし、従来のフラッシュメモリのロジック・スト
リップのパーティションは製造時に固定されているので、たとえ異なる使用目的を持った
ユーザに対しても、そのロジック・ストリップは固定されたままであり、使用過程におい
てリード" ライトの効率及び寿命に大きな影響を与えることになる。故に、どのように有
効的にロジック・ストリップをパーティションするかという問題を解決するかどうかがマ
ルチチャンネルフラッシュメモリに非常に大きな影響を与える。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　従来の非揮発性固定記憶装置では、操作を実施する過程において、ロジック・ストリッ
プが固定されるので、異なる状況に応じて調整できない。その問題に対して、本発明は、
マルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応制御方法を
提供し、非揮発性固体記憶装置自体に統計の機能を備えることによって、ロジック・スト
リップに対してを制御を行い、知的にロジック・ストリップのサイズを調整する。それに
よってロジック・ストリップのサイズが適切ではないことため生じた問題を解決できる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、マルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適
応制御方法であって、
　各チャンネル内の記憶スペースを、同じサイズを有する複数の記憶ユニットに分割する
ステップ１と、
　各チャンネルにおける離散的な物理アドレスを持っている記憶ユニットを連続的なロジ
ックスペースに構成するための少なくとも一つのロジック・ストリップを設定するととも
に、ロジック・ストリップによって一体に纏められる（Organize）記憶ユニットを確定す
るための、ロジック・ストリップのパラメータを設定するステップ2と、
　記憶装置の操作履歴情報を統計し、統計した操作履歴情報に基づいて動的にロジック・
ストリップのパラメータの値を調整するステップ3と、
　データのインタラクションを行う過程において、ロジック・ストリップのパラメータに
よってデータを分割して各チャンネル内の記憶ユニットにマッピングするとともに、チャ
ンネル毎にデータの読み書き操作を並行して実行するステップ4とを含む。
【００１０】
　前記ステップ3において、操作履歴情報は操作データブロックのサイズ、操作タイプ、
操作回数のうちの少なくとも一つを含むことが望ましい。
【００１１】
　前記統計した操作履歴情報に基づいて動的にロジック・ストリップのパラメータの値を
調整するステップにおいて、各操作タイプの出現頻度に基づいてロジック・ストリップの
パラメータの値を確定することが望ましい。
【００１２】
　前記各操作タイプの出現頻度に基づいてロジック・ストリップのパラメータの値を調整
するステップにおいて、各操作タイプがそれぞれ一つのロジック・ストリップのパラメー
タ値に対応するように、非揮発性固体記憶装置において調整を行う操作回数のしきい値を
設定し、非揮発性固体記憶装置において行う各種操作の回数を統計し、統計した回数が前
記しきい値に達すると、ロジック・ストリップのパラメータ値を、操作回数の一番多い操
作タイプに対応するロジック・ストリップのパラメータ値に調整することが望ましい。
【００１３】
　前記ステップ2において、前記ロジック・ストリップのパラメータは、ロジック・スト
リップのサイズに対応し、或いは、各チャンネルにおいて一つのロジック・ストリップを
介してロジック的に接続される記憶ユニットの個数に対応することが望ましい。
【００１４】
　前記記憶ユニットはそれぞれ一つのロジック・ストリップのパラメータに対応すること
が望ましい。
【００１５】
　前記記憶ユニットはセクター、ページ或いはバイトであることが望ましい。
【００１６】
　前記ロジック・ストリップのパラメータは、記憶ユニットの冗長区に記憶されるか、記
憶装置に纏めて記憶されることが望ましい。
【００１７】
　前記非揮発性固体記憶装置はフラッシュメモリを含むことが望ましい。
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【００１８】
　ロジック・ストリップのパラメータ値に対する調整が必要である場合、記憶装置に記憶
されている既存データをバックアップすることを更に含むことが望ましい。
【００１９】
　記憶装置を複数のロジック・ブロックに分割し、分割した各ロジック・ブロックに対し
て、それぞれステップ１、ステップ2、ステップ3、ステップ4という順に読み書き制御を
行うことが望ましい。
【００２０】
　本発明のマルチチャンネル非揮発性固体記憶装置に基づくロジック・ストリップの適応
制御方法は、主な利点として、ロジック・ストリップのパーティションが変化でき、記憶
装置において操作履歴の記録に基づいてアルゴリズムを使って適応的にロジック・ストリ
ップのサイズを設定できることが取り上げられる。本発明では、装置がより良くユーザの
要望に応えられると共に、非揮発性固体記憶装置の操作効率を高め、フラッシュメモリの
使用寿命を延ばすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の最適な実施形態におけるフラッシュメモリチップの物理ブロックのパー
ティションを模式的に示す図である。
【図２】本発明のマルチチャンネルのフラッシュメモリのロジックブロックのパーティシ
ョンを模式的に示す図である。
【図３】本発明の最適な実施例におけるマルチチャンネルのフラッシュメモリの小さいロ
ジック・ストリップを模式的に示す図である。
【図４】本発明の最適な実施例におけるマルチチャンネルのフラッシュメモリの大きいロ
ジック・ストリップを模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の重点は、適応的なアルゴリズムを通して非揮発性固体記憶装置の操作履歴記録
によってロジック・ストリップのサイズを設定することにより、様々な使用範囲とユーザ
に適応させるとともに非揮発性固体記憶装置のリード・ライト操作の効率を上げ、使用寿
命を引き伸ばすことである。以下、フラッシュメモリを非揮発性固体記憶装置の典型な実
施例として詳細に説明する。他の記憶装置に対する実現原理はフラッシュメモリと本質的
に同じである。
【００２３】
　図１を参照し、フラッシュメモリをパーティションすることは例として説明する。各バ
イトは8ビットを含み、528バイトが一つのセクタを構成し、その中には512バイトの有効
なデータ区と16バイトの冗長区が含まれ、4セクタが一つのページになり、64ページが一
つの物理ブロックになる。マルチチャンネルのフラッシュメモリについては、図2に示す
ように、ｎチャンネルでの各チャンネルのｍページが一つのロジック・ストリップを構成
する。そのうち、ｎの値は固定された、装置のチャンネルの個数であり、ｍの値は装置の
策略によって決まる。
【００２４】
　本実施例はページを記憶ユニットとし、ロジック・ストリップというのはファームウェ
アがフラッシュメモリチップの物理ページをパーティションする方法である。マルチチャ
ンネルのフラッシュメモリがマルチチャンネルで同時に操作を実行するため、書き込まれ
たデータ或いは読み取られたデータは必ず異なるラッシュメモリチップにある。故に、物
理スペースの分布が連続していない。しかし、ロジックスペースへのマッピングや構成は
必ず連続しなければならない。或いは、ロジック・ストリップがこれらの連続していない
物理ページを一つの連続するロジックスペースに構成する。
【００２５】
　図2のは、マルチチャンネルのフラッシュメモリのロジック・ストリップのパーティシ
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ョンである。図で示した例のチャンネルの個数は4、ロジック・ストリップでの各フラッ
シュメモリのページの個数は2である。従って、本例で示されたマルチチャンネルのフラ
ッシュメモリのロジック・ストリップのサイズは図に示した開始ロジック・ストリップ0
と任意のロジック・ストリップX のように、16KBである。
【００２６】
　以下、図面を参照し、具体的な実施例で本発明を詳細に説明する。
【００２７】
　フラッシュメモリの操作タイプのランクを2K、4K、8Kに設定する。2Kより小さいリード
、2Kより小さいライト、2K－4Kのリード、2K－4Kのライト、4K－8Kのリード、4K－8Kのラ
イト、8Kより大きいリード、8Kより大きいライトなどの操作タイプがある。チャンネルの
個数は4で、そのうち各ランクが対応する最適化のロジック・ストリップの値は本実施例
ではそれぞれ、2Kより小さいリード、2Kより小さいライト、2K－4Kのリード、4K－8Kのリ
ード、8Kより大きいリードに対応するロジック・ストリップが8K、2K－4Kのライトに対応
するロジック・ストリップが16K、4K－8Kのライト、8Kより大きいライトに対応するロジ
ック・ストリップが32Kというタイプがある。操作回数のしきい値を10000回に設定する、
即ち、フラッシュメモリが10000回に操作される毎に、フラッシュメモリのロジック・ス
トリップを適応的に調整する。
【００２８】
　フラッシュメモリのファームウェアはフラッシュメモリの操作履歴情報を統計し、それ
をフラッシュメモリ保留情報区に保存する。統計する操作履歴情報には操作データブロッ
クのサイズ、操作のタイプ、操作の回数のうち少なくても一つがあり、本実施例において
は、各操作タイプに対応する操作の回数を統計することである。操作の回数が10000回に
達する毎に、異なるタイプの操作を比較し、装置のロジック・ストリップのサイズを使用
頻度の最も高い操作に対応するランクに設定する。
【００２９】
　図3に示すように、ユーザはフラッシュメモリ或いはフラッシュメモリのあるロジック
パーティションから頻繁的に容量が小さいデータを読み取るだけの場合、2Kより小さいリ
ード、2Kより小さいライト或いは2K以上のデータのリードのうちいずれかの操作タイプの
使用頻度がほかのタイプより大きい場合は、フラッシュメモリがこれらの操作過程におけ
るスピードを保証するために、本発明の実施例を使うことによって、ロジック・ストリッ
プに適応した調整ができるようになる。図に示すように、データが平均で2Kより小さけれ
ば、ロジック・ストリップのサイズは適応的に8Kに調整される。そうすれば、各回の書き
込む操作を一つのチャンネルに落とし、ライト操作のスピードを十分に上げることができ
るようになると同時にできるだけ多くのリード操作を並列的に実行するという原則に一致
する。フラッシュメモリ或いはロジックブロックが頻繁に2k以上のデータを読み取る時に
、ロジック・ストリップが最小のランク（例えば、8k）を選択する。そうすれば、データ
を読み取る時に、できるだけ多くのチャンネルが起動され、十分的に記憶装置のインター
フェースの読み取るスピードを上げることができる。
【００３０】
　図4に示すように。8kより大きいライト、或いは4k－8kのライトのうちいずれかの操作
タイプの使用頻度が他のタイプの使用頻度より大きければ、図に示すように、ロジック・
ストリップのサイズを32Ｋに調整する。ユーザがフラッシュメモリに頻繁に書き込む操作
が必要である場合に、フラッシュメモリの書き込み操作過程における効率とインターフェ
ースのスピード及びフラッシュメモリチップにの損耗を減らすのを保証することを考慮し
た上で、本発明を通してロジック・ストリップに適応した調整し、ロジック・ストリップ
のサイズを32Ｋに設定する。各チャンネルのフラッシュメモリチップには新しいデータを
書き込む前に、まず目的ブロックでの古いデータを消去する。この消去操作が非常に時間
がかかり、かつフラッシュメモリチップの損耗つながるので、毎回できるだけ少ないチャ
ンネルを起動することが必要となる。操作過程においては、ロジック・ストリップのパー
ティションが大きければ大きいほど、消去操作が少なければ少ないほど、操作にかかる時
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間とフラッシュメモリチップの損耗が少なくなる。即ち、フラッシュメモリのインターフ
ェースのライトのレートが有効的に上げられると同時に装置の使用寿命を引き伸ばすこと
ができる。
【００３１】
　その他、フラッシュメモリはロジック・ストリップのパラメータを調整する時、フラッ
シュメモリで記憶した有効なデータをバックアップする必要がある。ソフトウェアを使っ
て自動的にバックアップしてもいいし、ロジック・ストリップのパラメータを調整する前
に、ヒューマン" マシン" インターフェースがユーザーへ記憶装置のデータをバックアッ
プするよう提示をすることも良い。
【００３２】
　フラッシュメモリが複数のロジックパーティションを含む状況に対しては、各ロジック
パーティションがそれぞれに異なるロジック・ストリップのパラメータがある。装置はユ
ーザの異なるパーティション、異なる使用目的によって、自動的にロジック・ストリップ
のサイズを調整することができる。
【００３３】
　前記の実施形態によって本発明を説明したが、本発明を実現する方法には複数のタイプ
があり、その主な目的は自動的に適応させるアルゴリズムを使ってフラッシュメモリのヒ
ストリー操作の記録によってロジック・ストリップのサイズを設定することによって、フ
ラッシュメモリのリード" ライト操作のスピードと効率を上がると同時にフラッシュメモ
リの使用寿命を引き伸ばす。本発明は一種の実施例を例として説明したが、本発明を実現
する方法には複数のタイプがあり、類似した変化は本発明の主導的な考えのもとである上
に、技術者にとっても顕然なことである。また、本発明で出した非揮発性固体記憶装置が
NANDやNORなどのフラッシュメモリチップだけではなく、ほかの類似したロジック・スト
リップ構成の記憶装置も本発明の主導思想ち適用範囲から離脱せず、関連する技術者にと
っても顕然な変化のため、すべて本発明の範囲に属する。
【図１】 【図２】

【図３】
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